
ハイブリッドプラズモニックデバイスの伝搬特性評価
Experimental demonstration of hybrid plasmonic devices in near infrared light
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はじめにシリコンフォトニクス技術の発展に
より低消費電力を目的として光と電子を組み合
わせた新しい素子などの開発に向けた光電融合
技術に関する研究が活発に進められている [1]．
また素子のさらなる微小化に向けて表面プラズ
モンポラリトン (SPPs)を利用した研究が進め
られている [2]．我々は低消費電力及び素子の微
小化を目的としてハイブリッドプラズモニック
デバイス構造を提案した [3]．本研究では，我々
が提案したハイブリッドプラズモニックデバイ
ス構造について近赤外光領域において伝搬特性
評価を行ったので報告する．
デバイス構造 図 1に設計したハイブリッド

プラズモニックデバイスを示す．図 2 に作成
したハイブリッドプラズモニックデバイスを示
す．シリコン光導波路の一部に金を蒸着し，光
と SPPsが伝搬できるハイブリッド導波路とし
た [3]．導波路の幅と高さは，それぞれ 300 nm，
250 nmとした．蒸着した金の長さ（L1）は 500

～2000 nmの構造を作製した．入射ポートには
グレーティングを作製し，テーパ構造によりシ
リコン導波路に光を入射した．また出力ポート
にも同じ構造を作製し，出力される光強度によ
り伝搬特性の評価を行った．
伝搬特性評価 図 3に作製したハイブリッド

プラズモニックデバイスに波長 1300 nmの光
を入射したときの L1と出力強度の関係を示す．
シミュレーションでは L1により出力強度が変
化したが，図 3では出力強度は L1に影響して
いない．シミュレーションと評価結果が異なる
要因ついてはシミュレーションの条件と作製し
た構造が異なること等が考えられる．
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Fig. 1 Design of the hybrid device structure.
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Fig. 2 SEM image of fabricated structure.
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Fig. 3 Evaluation results of hybrid plasmonic de-

vices.Wavelength of incident light is 1300 nm.
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